DIODY IMPULSOWE
O BAY54, BAY55, BAP661

Diody krzemowe epiplanarne,

Diody BAY54 i BAY55 sa przeznaczone do stosowania
w ukladach przelgczajgeych o bardzo duzej szybkoSci
dzialania.

Diody BAP661 sg przeznaczone do stosowania w ukltadach
detekeyjnych.
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Obudowa nietypowa (CN09)

DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne warto$ci parametréw eksploatacyjnych

BAPS661 BAY54 i 55
Napiecie wsteczne Ug 25 50 v
Szezytowe napiecie .

wsteczne Ugru 30 50 v
Prad przewodzenia Ip 100 115 mA
Szczytowy prad prze-

wodzenia Iem 180 225 mA
Temperatura zlgcza ty - 423 K (150°C)

Zakres temperatury

skladowania tstg 218...423 K (—55...+150°C)

9-74/2

SWW 1156-131

Parametry statyczne; tymy = 298 K (25°C)

L. . min., typ. maks.
Napiecie przewodzenia

przy Ir = 50 mA
dla BAYS55 Ur —_ 0,9 .
BAY54 — 1,1 1,2
Ir=15mA
dla BAP661 — 0,8 1 .V
Prad wsteczny
przy Ur =30V
. dla BAY54 i 55
Up=25V
dla BAP661 — 50 500 nA
Up=30V
dla BAY54 i 55 — 1 50 A
Ug=25V
dla BAP661; .
tamp = 632 K (150°C) — 5 50 pA
Napiecie przebicia
przy Ir =5pA
“dla BAY54 i 55
Iz = 100 pA
dla BAP661 . 30 45 - — v

<<

Ir — 1,5 50 nA

Usey 50 170 — V

Parametry dynamiczne; tamy = 298 K (25°C)

min. typ. maks.
Czas przelgczania

dla BAY54 i 55

przy Ir = 10 mA;

‘i" L 1mA; UR =§V; ey

Ry =100Q —_ 1,8 2 ns
F.adunek magazyno-

wany dla

dla BAY54 i 55 Qs

przy Ir = 10 mA;

Ur=5V — 35 — pC
Pojemnosé¢ diody

dla BAY54 i 55 Cr

przy f = 1 MHz;

Ur=0 — 1 . 2 pF
Sprawno§é detekeji .

dla BAP661

przy f = 35 MHz;

Ueff =3 V;

R = 100 kQ;

C = 150 pF i —_ 8 — Y%
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COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com


https://www.littlediode.com/

